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Opis:

Najnowsza rodzina nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (HTS) — nadprzewodniki na
bazie zelaza (FBS) wzbudzita duze zainteresowanie badaniami tych zwigzkéw zaréwno w aspekcie
podstawowym, jak i praktycznym. W ramach tej rodziny dostepnych jest ponad 100 zwigzkdéw
o licznych intrygujgcych  wtasciwosciach, ktére zapewniajg wyjatkowe mozliwosci zrozumienia
mechanizmu HTS. Jednak, jednym z podstawowych wyzwan w badaniach tych nadprzewodnikéw jest
wzrost wysokiej jakosci monokrysztatow i cienkich warstw przy uzyciu konwencjonalnego procesu
syntezy pod ci$nieniem normalnym (CSP-AP). Wiecej szczegdétéw mozna znalezé w naszym
najnowszym artykule przegladowym [Crystals 12, 20 (2022) https://www.mdpi.com/2073-
4352/12/1/20].

Metoda wzrostu wysokoci$nieniowego i wysokotemperaturowego (HP-HTS) ma kilka zalet
w poréwnaniu z CSP-AP, poniewaz pozwala unikngé¢ strat zwigzanych z parowaniem i umozliwia
kontrole sktadu (domieszkowanie) nawet w wysokich temperaturach wymaganych do wzrostu
monokrysztatéw.Ten projekt ma na celu wzrost wysokiej jakosci monokrysztatdw i cienkich warstw
z wykorzystaniem metody HP-HTS. Wybrany kandydat bedzie wykorzystywat rézne metody wzrostu
w celu uzyskania wysokiej jakosci monokrysztatéw i cienkich warstw oraz prowadzit pomiary
strukturalne, mikrostrukturalne, transportowe i magnetyczne w celu potwierdzenia jakosci prébek
i okreslenia ich wtasciwosci nadprzewodzacych. Doktorant pozna techniki wysokocisnieniowe, rézne
techniki pomiarowe, analize danych eksperymentalnych i bedzie brat udziat w przygotowaniu
publikacji naukowych.

Cel projektu:

Celem tego projektu jest zbadanie i optymalizacja parametrow technologicznych w procesie
wzrostu wysokiej jakosci monokrysztatéw i cienkich warstw FBS przy uzyciu technik
wysokocisnieniowych i metod konwencjonalnych oraz zbadanie podstawowych charakterystyk (XRD,
analiza mikrostrukturalna, pomiary transportowe itp.) w celu potwierdzenia jakosci prdbek i ich
wiasciwosci nadprzewodzgcych. Seria prébek domieszkowanych i niedomieszkowanych zostanie
wyhodowana w zoptymalizowanym procesie, aby okresli¢c optymalne warunki wytwarzania probek
0 pozadanych parametrach nadprzewodzacych.

Wymagania:

- ukonczone studia z zakresu fizyki, chemii, elektroniki, inzynierii materiatowej lub innych
pokrewnych przedmiotéw, ktére pozwalajg rozpoczaé prace jako doktorant-stypendysta,
- gotowos¢ do uzyskania statusu doktoranta fizyki,
Zaletg bedzie:
a) znajomos¢ technik wzrostu krysztatéw i cienkich warstw a takie doswiadczenie
w pomiarach pod wysokim cisnieniem,
b) doswiadczenie w pracy z glove box, uszczelnieniem rur kwarcowych
i w pomieszczeniach o wysokiej czystosci bedzie zaletg,
c) doswiadczenie badawcze w pomiarach fizycznych i magnetycznych,



- doswiadczenie w pomiarach w niskich temperaturach i w silnych polach magnetycznych,
znajomos¢ programu Labview,

- znajomos¢ jezyka angielskiego pozwalajgca na zrozumienie literatury fachowej w danej
dyscyplinie, a takze prezentacje wynikdéw, dyskusje i pisanie prac naukowych,

- silna motywacja do prac naukowo-badawczych,

- dobra znajomo$¢ podstaw fizyki ciata statego, zwtaszcza materiatéw nadprzewodzgcych
i magnetycznych,

- gotowos$¢ do pracy w Laboratorium Wysokich Cisnien w IWC PAN



